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摘要(译)

通过使用由包含式（1）或（2）表示的芳基磺酸化合物的电荷传输性清
漆构成的电荷传输性薄膜，可以获得具有低驱动电压，高发光效率和长
寿命的优异EL器件。以下作为电子受体材料，特别是在OLED器件或
PLED器件中。 [式中，X代表O，S或NH; A表示具有X和n SO 3 H基团以
外的取代基的萘环或蒽环。 B表示取代或未取代的烃基，1,3,5-三嗪基或
由下式（3）或（4）表示的未取代的基团的取代基： （式中，W1和W2
各自独立地表示O，S，S（O）基，S（O2）基，或取代或未取代的N，
Si，P或P（O）基）; n表示与A键合的磺酸基的数，其为满足1≤n≤4的整
数; q表示B-X键的数目，其为满足1≤q的整数; r表示重复单元的数量，它
是满足1≤r的整数。
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